Projeto 1
Projeto de Circuitos Integrados Analógicos (Sel0618 - 2019)
Neste projeto serão explorados os documentos que tratam dos parâmetros do processo, ENG-182_rev2.pdf, e das regras de projeto, ENG-183_rev3.pdf, da tecnologia AMS 0,35 m, para iniciar o contato com tecnologia e manuais.
Considere os documentos ENG-182_rev2.pdf e ENG-183_rev3.pdf. A partir deles responda:
1. Quais são as resistividades do metal 1, metal 2, metal 3 e do metal 4. Em que unidade são dadas e o que significa esta unidade?

2. Quais são as capacitâncias desses materiais (de área e de perímetro). Considere apenas as capacitâncias metal - poço? 

3. Qual é a diferença entre a capacitância de área e a de perímetro (lateral)?  A que se refere cada uma delas? 

4. O que explica a diferença entre os valores de capacitância dos diversos metais?

5. As capacitâncias encontradas nos itens anteriores são grandes (compare a capacitância com a da porta do transistor, onde tox=7,6 nm e ox=3,5 10-13 F/cm)?
6. Quais são as resistências dos contatos e das vias?
7. Quais são as resistividades das camadas pdif, ndif, nwell, poly, poly2 e poly2 com alta resistividade?

8. Quais são as densidades de corrente, média máxima e de pico, permitidas nos metais, nos contatos e nas vias?

9. O que ocorrerá se ultrapassarmos a corrente média máxima e a corrente de pico no metal?

10. Imagine que queremos construir um resistor com nwell (ver no manual como deve ser feito)

· desenhe como deve ficar (não esquecer os contatos).

· qual a mínima largura que pode ser usada neste caso?

· a resistividade do material é constante ou varia com a tensão aplicada? Justifique o comportamento.
11. Quais camadas ou camada seriam interessantes para construir um resistor de 100 Ohm? E um resistor de 20 KOhm?

12. Se precisar de um resistor de 400 KOhm, qual será o comprimento mínimo que devemos ter?
13. Desenhe um transistor NMOS com as mínimas dimensões permitidas (desenhe todas as camadas e indique todas as dimensões relevantes). Não se esqueça de colocar contatos de substrato, dreno e source.

14. Desenhe um transistor PMOS com as mínimas dimensões permitidas (desenhe todas as camadas indique todas as dimensões relevantes). Não se esqueça de colocar contatos de poço, dreno e source.

15. O que são os transistores NMOSM e PMOSM e o que tem de diferente na sua construção? Qual é o VT destes transistores e quais as máximas tensões de porta e  dreno-source que suportam? Compare com o dos transistores normais.
16. Para que serve a camada HRES e, em termos de passos de fabricação, o que ela deve determinar?

17. Considere as camadas RESDEF e RESTRM. Elas não são camadas de construção e sim para o programa extrator (será visto mais para frente). Qual a função delas? 

18. Desenhe um resistor com poly2 e HRES. Por que se utiliza o PPLUS nas extremidades, junto ao contato?

19. Qual é a capacitância entre Poly1 e Poly2? Compare seu valor com as capacitâncias entre os metais? Desenhe um capacitor com estas duas camadas?
(por hoje é só folks!!)[image: image1.png]
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